Si-Dioden

BA 199/250
BA 199/350
BA 199/450
BA 199/550

Ausfithrung Si-Dioden im Glasgehduse DO Ta.

Anwendung Universaldioden fiir schnelle

vorlaufige Daten

2,5%max

EE_

7,6 26

O.SS‘max

Schaltanwendungen, z.B. als Klemmdioden min . max min
in Farbfernsehempféngern und als Gleich- 00 7a {0.2g)
richter in Fotoblitzgeriten,
Grenzwerte bei Ty;= 250C

BA199/250 |BA199/350 | BA199/450 |BA 199/550
Nennspannurig UN 250 350 450 550 v
Spitzen- URrM 250 350 450 550 v
Sperrspannung
mittlerer I 400 mA
Richtstrom
Du‘rchlass- Irm 1 A
Spitzenstrom
Durchlass- IFS 2 A
Stoss-Strom
t<l s
Verlustleistung Piot 500 mW
Sperrschicht- Tj {1150 Oc
temperatur
Wiarmewiderstand oC/W
Sperrschicht/Luft  Ryq <250 :
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BA 199/250
BA 199/350
BA 199/450
BA 199/550

Si-Dioden

vorlidufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei Ty =25°C

Sperrstrom Uy IR 0,2(<2) WA
bei Ty =100°C ° 15(<100)
DurchlaBspannung Ip=100mA [Up [0,9(<1) |V
Ip =400 mA 1(<1,2)
Sperr- Ip=100 mA |ty [0,3(<1) us
verzdgerungszeit IRS =100 mA
Igx= 10 mA

Sperrschicht- Ugr=150V Cc 2,5(<3) pF
Kapazitit
f=1 MHz

Mittlerer Richtstrom

Ip= f(TU) Sperr-Verhalten
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BA 224/150 *
BA 224220 **
BA 224/300

vorldufige Daten

Si-Epitaxial-Planar-Dioden

Ausfiihrung Si-Dioden in Epitaxial- Planar-Technik 2.5%max
im Glasgehéduse DO 7a (DIN 51 A 2). Typenkenn-

zeichnung durch Klartext. F%-T:}-L‘j
* 26—t 7,6 tet— 26

Anwendung Schnelle Dioden fiir hohe Stréme min  max min
—_— DO 7a (0,2g)

0,55‘ max

Grenzwerte bei Ty;= 25°C

BA 224/150 [BA 224/220 [BA 224/300

Spitzensperrspannung Upm 150 220 300 v
DurchlaB-Strom IF 150 mA
mittlerer Richtstrom I 100 mA
Durchlaf3-Spitzenstrom Iem 650 mA
Durchla-Sto3-Strom Ipg 2 A
Verlustleistung Pyt [000 mWw
Sperrschichttemperatur  T; 200 oc
Lagertemperatur TS -65..,200 : ocC
Allgemeine Kennwerte bei Ty;= 25°C
Sperrstrom Ug=120V BA 224/150 |[Ip 100 nA .

UR=180V BA 224/220

Ug=240V BA 224/300
bei Ty =100°C Up-120V |BA 224/150 10 A

: UR=180V BA 224/220

URr=240V BA 224/300
Durchbruch- IR =10 pA BA 224/150 U(BR)R >150 v
Spannung BA 224/220 >220

BA 224/300 >300

Sperrschicht- Ug = _0 \% C L5 pF
Kapazitat
f=1 MHz

Alte Bezeichnungen: % SFD 86
**SFD 89
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BA 224/150
BA 224/220
BA 224/300 Si-Epitaxial-Planar-Dioden

vorldufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei Ty= 25°C (Fortsetzung)

Sperr- Ip=30mA tep  [<40 ns
verzdgerungszeit Ipp=30mA
Igo = 3 mA
Richtwirkungsgrad Uygp =2 Vegr [T >35 %
f=100 MHz
R1,=5 KQ
Cy,=20pf
02. 71
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BAV 54/30 *
BAV 54/70 * *
Si-Epitaxial- Planar-Dioden BAV 54/100
Ausfithrung Si-Dioden in Epitaxial-Planar- (88
Technik im Glasgehiuse DO 35. Typen- 059552 15592005
bezeichnung durch Klartext. - 8 L:at&z "= -
N L 298%03 ——298f03 o

Anwendung Sehr schnelle Schaltdioden.

834208
0035(059)

[e]

Grenzwerte bei TU= 25°C

BAV54/30 [BAV54/70 |BAV54/100
Spitzen-Sperrspannung Uppyr |30 70 100 A%
mittlerer Richtstrom Iy 150 mA
Durchlass-Strom Ig 200 mA
Durchlass-Spitzenstrom Ipy 500 mA
Durchlass-Stoss-Strom Irg 2 A
t=1us
Verlustleistung Ptot 500 mWw
Sperrschichttemperatur Tj 200 °c
Lagertemperatur Tg -65...200 oC

Alte Bezeichnungen: * SFD 43
**SFD 143
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BAV 54/30

BAV 54/70
BAV 54/100 Si-Epitaxial- Planar-Dioden
Allgemeine Kennwerte bei Ty= 25°C
Durchbruch-Spannung IR =100 pA BAV 54/30 U(BR)R 30 \2
) BAV 54/70 70
BAV 54/100 100

Durchla-Spannung Ip= 10 mA UF 0,72(<1) |V
Sperrstrom Up=20V BAV 54/30 I 10(<200) [nA

UR= 40V BAYV 54/70 15(<200)

UR =60V BAV 54/100 30(<200)
Sperrverzdgerungszeit IF =10 mA tep 1,9(<4) ns
Ry, =100 2 UR=6V

_ 8)

Ig=0.1gh )
Sperischichtkapazitit UR =0V C 1,2(<4) pF
f=1 MHz
Richtwirkungsgrad Ugp =1 Vesr 1 >90 %
f=3...10 MHz _
Cp,=330 pF I =50uA
Ry = 33 kQ
f=40 MHz UHF =3 Vesr >70
Cleo pF IF=§0uA
Ry = 3 kQ
03.71
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BAY 17

bis
Si-Dioden BAY 21
Ausfiihrung Si-Dioden mit geringer 4
e . 2 2,5 max 0,55% max
Sperrschichtkapazitit. Gehduse DO Ta
(DIN 51 A 2). Typenkennzeichnung
durch Klartext. N LN

26 e 7,6 26

min max min
Anwendung Professionelle Dioden. DO 7a (0,2g)

Grenzwerte bei Ty; = 25°¢

BAY17 |BAY18 |BAY19 |BAY20 |BAY21
Nennspannung Uy 12 50 100 150 300 v
Spitzen-Sperrspannung UrMm 15 60 120 180 350 v
mittlerer Richtstrom Iy 100 mA
Verlustleistung Piot 250 mW
bei Ty;=45°C
Sperrschichttemperatur T -65...150 °c
Lagertemperatur Tg -65...150 °c
Wérmewiderstand ) oc/w
Sperrschicht/Luft Ry,y <500
01.71

559



BAY 17

bis
BAY 21 Si-Dioden
Allgemeine Kennwerte bei Ty;=25°C
Durchlass-Strom Up=1V Ip [>100 |mA
Sperrstrom UN Ig [<100 nA
bei Ty =100°C Uy BAY 17 <15 HA
BAY 18
BAY 19
BAY 20 <25
BAY 21
differentieller Ip =10 mA rp |5 Q
Durchlasswiderstand
Sperrschichtkapazitdt Ur =10V Cc (L2 pF
Sperrverzdgerungszeit Iy =10 mA trr |1 us
Ugp=10V
IRR =100 pA
Ry, =2 KQ \
Cqy,=15 pF
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